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1.序論 酸化カドミウム(CdO)は, 間接ギャップが0.55eV, 直接

ギャップが2.27eVの半導体であり, 太陽電池用透明電極, 赤外

光検出器, ガスセンサーとしての応用が期待されている. また

近年では, 室温において移動度が無添加CdO薄膜にて307cm
2
/Vs 

[1], Sn添加CdO薄膜にて609cm
2
/Vs [2]との報告例があり, 高移動

度を示すことでも注目されている. 

我々はこれまでに大気圧CVD法によりサファイア基板上への

CdO薄膜の成長が可能であること, またc面サファイアとr面サフ

ァイアを基板に用いた際の表面形態や配向性の違い等について報

告した[3]. 

本研究では無添加CdO薄膜におけるキャリア輸送特性の解明を目的と

して電気特性の温度依存性を検討する. 

2.実験方法 CdO薄膜は, カドミウム(Cd)-水(H2O)原料系を用いた大気圧

CVD法によってc面及びr面サファイア基板上に成長した. 抵抗率, キャリ

ア濃度及び移動度は, Van der Pauw法によって測定した．測定条件は磁束密

度0.56T, 測定温度90~320Kとした. 

3.結果と考察 c面サファイア基板上薄膜は(111)回折ピークが最も強く, 

それ以外にも(200)及び(220)回折ピークが見られた. r面サファイア基板上

薄膜では(200)回折ピークが支配的であった. また, SEM観察よりc面サフ

ァイア基板上薄膜は0.4~3.6μm程度のグレインからなり, r面サファイア基

板上薄膜は均質かつ平坦な膜であった. 

Fig.1に室温(300K)におけるキャリア濃度とホール移動度の関係を示す. 

Fig.1より r面サファイア基板上薄膜は, c面サファイア基板上薄膜より全

体的に高い移動度を示している. この基板によってホール移動度のキャ

リア濃度依存性が異なる原因を明らかにするために電気特性の温度依存

性を測定した. 

Fig.2 には c 面及び r 面サファイア基板上薄膜の(a)抵抗率, (b)キャリア

濃度及び(c)ホール移動度の温度依存性の一例を示している．c 面及び r

面サファイア基板上薄膜ともに 90Kから 320Kまでの温度上昇に対して

抵抗率はわずかに増加している. キャリア濃度は温度に依らずほぼ一定

であり, n型縮退半導体としての挙動を示している. したがって抵抗率の

温度依存性は, 移動度によって支配されていると言える. 両薄膜ともに

温度上昇とともに移動度が低下していることから, 格子散乱の影響が考えられる. また c 面及び r 面サ

ファイア基板上の薄膜において電気特性の温度依存性の傾向に顕著な違いが見られないことから, 両

者における移動度の違いは粒界散乱あるいはイオン化不純物散乱の寄与によるものではないかと考え

ている. 
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Fig.1 Carrier concentration vs.  
Hall mobility 

Fig.2 Variations of (a)Resistivity, 
(b)Carrier concentration and 
(c)Hall mobility of CdO Films  
as a function of temperture 
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